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Mit den folgenden Seiten wollen wir Ihnen einen Uberblick über die 

in unserem Werk gefertigten T ransis~oren geben. Bei speziellen Fragen 

über den Einsatz unserer Bauelemente bitten wir Sie, sich an unseren 

Technischen Kundendienst zu wenden, der Ihnen jederzeit zur weiteren 

Beratung zur Verfügung steht. Wir sind bestrebt, durch Verbesserungen 

und Neuentwicklungen unserer Bauelemente das Typensortiment zu er-

weitern und modern zu gestalten. 
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Transistoren 

Allgemeine Darstellung 

Transistoren sind dreipolige Verstä rkerbauelemente. Ihre Eigenschaften be 
ruhen auf dem Zusammenwirken zweier engbenachbarter Sperrschichten 
(pn-Obergänge) in einem Halbleitermaterial (Germanium oder Silizium). 

Wegen ihrer Vorzüge, wie 

geringe Versorgungsspannung 

kleine Abmessungen 

geringes Gewicht 

Wartungsfreiheit 

Robustheit gegen äußere Einflüsse 

lange Lebensdauer 

haben diese Bauelemente Eingang in viele Gebiete der Elektronik gefunden. 

Die Niederohmigkeit der Transistoren und die damit verbundene nicht lei
stungslose Steuerung, sowie die relativ starke Temperaturabhängigkeit der 
Kenndaten erfordern jedoch eine gegenüber der gewohnten Röhrentechnik 
eine neue und besondere Schaltungstechnik. 

Das statische Verhalten des Transistors wird durch das Kennlinienfeld ver
anschaulicht. Zur Kennzeichnung des dynamischen Verhaltens für einen be
stimmten Arbeitspunkt wird der Transistor bei kleinen Aussteuerungen um 
den Arbeitspunkt als aktiver linearer Vierpol aufgefaßt und durch die Vier
polparameter beschrieben. 

Positive Richtung der Ströme 

und Spannungen 

le + Ic + JB = 0 

1.- ,.--uC[~ ~ 
,------n[ 

~-~) 
B 

In der gebräuchlichen Form des Kennlinienfeldes eines Transistors wird der 
Kollektorstrom 1 C und die Emitterspannung UEB als Funktion der Kollektor
spannung UCB und des Emitterstromes I E dargestellt. Der Arbeitspunkt ist 
durch Emitter- und Kollektorspannung sowie durch Emitter- und Kollektor
strom festgelegt. 
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Bei kleinen Strom- und Spannungsänderungen um emen festen Arbeitspunkt 

erhält man folgende Gleichungen: 

Mit 

erhält man das allgemeine Vierpolersatzschaltbild mit dem Gleichungssystem 

uj = hll ' i l + hu • u~ 

i. = h21 ' i l + h22 • U, 

Die Bedeutung der Vierpolparameter: 

'1 -
Eingang 

Transistor
vierpol 

Ausgang 

h UI E' 'd 
11 =;- mgangsWI erstand (Ausgang kurzgeschlossen, U 2 = 0 

11 

U 
h12 = -2 Spannungsrückwirkung (Eingang offen, i l = 0) u, 

I 
h21 = ~ Stromverstärkungsfaktor (Ausgang kurzgeschlossen, u. = 0) 

1I 

I 
h22 = ..!.- Ausgangsleitwert (Eingang offen, i l = 0) 

U2 

Diese Parameter können aus dem Kennlinienfeld als Neigung der Kennlinien in 

einem festen Arbeitspunkt entnommen werden. 

• 

.:1UBE ,I. h .:1UBE A • hlle = - ,G;. Ion 'j' ; ue = - = ton 0 
.:1IB .:1UCE 

h21• = .:11e ~ Ion 'P; hn • = ~Ic ~ ton T 

.:1IB JUCE 

aa 

Für HF- und Drifttransistoren sind vor allem die Leitwertparameter gebräuch
lich. Unter Zugrundlegung obigen Vierpols ergibt sich folgendes Gleichungs-
system: 

I1 = Yu U t + YI~ U2 

12 = Y21 u l + Y2 2 U2 

Die Bedeutung des Vierpol parameters : 

_ 1
1

_ 
Yue - - - 9u8 .+ jbue blle = ro eue 

UI 

(Eingangsleitwert - Ausgang kurzgeschlossen U2 = 0) 
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(Rückwirkleitwert - Eingang kurzgeschlossen u 1 = 0) 

(Steilheit - Ausgang kurzgeschlossen U2 = 0) 

(Ausgangsleitwert - Eingang kurzgeschlossen Ul = 0) 

Man unterscheidet drei Grundschaltungen von Transistoren: 

Basisschaltung Emitterscholtl!ng Kollektorschaltung 

In den drei Grundschaltungen besitzen die Vierpolparametar unterschiedliche 

Werte, deren Kenntnis zur Beurteilung der Einsatzmöglichkeil eines Transistors in 

einer bestimmten Schaltung erforderlich ist. 
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For melzusammenstellung 

Berechnung der h-Parameter für Em itter- und Kollektorschaltung aus den Werten 
der Basisschaltung. 

Es ist 
h - hilb ~ hilb 11 - ~ - --;-- -

• 1 + h21b -hI2b+.::1 hb 1 + h21b 

h22• = h22b 
1 + h21b - :"2b + .::1 hb 

h"c = 
hIlb 

1 + h21b - h'2b + L'l hb 

h,2c = 1 + h21b 
1 + h21b - h'2b + Llhb 

h21c = h12b - 1 
1 + h21b - h'2b + Llhb 

h~2 : = 
h22b 

1 + h21b - h'2b + Ll hb 

~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 
~ 

.::1 hi, - h'2b 
1 + h21 b ' 

- h21b 
1 + h21b 

-1 

1 + h21b 

mit Llhb = hi lb' h22b -h '2b . h21 b 

Berechnung d h-Parameter für Basis- und Koll 3kto rsch altung aus den Wertender 
Emitterschaltung . 

Es ist 
h". h,1 • h" 'b = 

1 + h21 • -h , 2c + L'l h. 
~ 

1 + h2,. 

h'2b = 
Llh . -h '2. 

~ Ll h. -h,2• 
1 + h21 • - h,2• + L'lh. 

~ 

1 + h21 • 

h21b = 
-h2,. - Ll h. 

~ 
- h21 • 

1 + h21• -h ,2• + Llh. 1 + h21 • 

h22b = h22• 
~ 

h22• 
1 + h2,. - h,2• + Llh. 

~ 

1 + h21 • 

mit 

Berech nung de r h-Parameter für Basis- und Ernitte rschaltung aus deA Werte n 
der Ko llektorschal tung. 

Es ist 

h'2. = 1-h,2c .' 

h22• = h22c 



Für die Abschätzung der Einsatzmöglichkeit eines Transistors ist ferner die 

Kenntnis der Grenzfrequenz in der jeweiligen Schaltungsart erforderlich. 

Zur Umrechnung der Grenzfrequenz von Basis- in Emitterschaltung kann fol

gende Näherung benutzt werden: 

Die Grenzfrequenz in Emitterschaltung ist proportional der Grenzfrequenz in 

Basisschaltung und ferner eine Funktion der Stromverstärkungsfaktoren. 

Mit -h 21b 

h 21e ~ 1+h 21b 

wird fh21e ~ fh21b (1 + h21b) 

Durch Umstellen auf Ausdrücke der Emitterschaltung erhält man 

Für Oberschlagsrechnungen kann im Nenner die 1 gegenüber h21e vernachläs

sigt werden. Man erhält dann den einfachen Ausdruck 

Betriebsgrößen 

f h21b 
f h21e = -h 

21e 

In der Schaltung ist der Transistorvierpol am Eingang durch eine Spannungs

quelle mit u 0 und Rg und am Ausgang mit einem Lastwiderstand RL ab

geschlossen. Damit ergeben sich einige für die Schaltungsberechnung wich

tige Betriebsgrößen. 

Transistorvierpol mit eingangsseitiger 

Spannungsquelle und ausgangsseitigem 

Lastwiderstand 

Stromverstärkung Gi G 

Spcinnungsvers.tärkung Gu Gu = 

mit 

Eingangswiderstand r, r, = 

Ausgangswiderstand r2 r2 = 

Leistun9sverstärkung G p 

/2 

/, 

U2 

U, 

u, 

i, 

U2 

/2 

U, Transistor 
Vierpol U2 

1', 

Bngang Ausgang 

h2, 

1 + h22 • RL 

-h2, • RL 

h1, + RL • ~h 

hl1 + RL • ~h 

1 + RL • h22 

h" + Rg 

~h + Rg • h22 
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Das Verhältnis aus der im Lastwiderstand verbrauchten Leistung zur maximal 

verfügbaren Leistung der Spannungsquel/e Uo wird als maximal erreichbare 

Leistungsverstärkung bei beliebigem Lastwiderstand bezeichnet. 

Im Lastwiderstand wird eine Leistung P = i2
2 

. RL verbraucht. die Spannungs-

2 

quelle liefert maximal Po = ~o. R
g 

Bei angepaBtem Eingang bzw. Ausgang. d. h. bei Rg = rl bzw. RL 

h21
2 . RL Gp1 = ~~~~~~~~---

(1 + RL • h221 (h 11 + RL • Llh) 

Ist rl = Rg und r2 = RL• spricht man von optimaler Anpassung. 

h; 1 + RL • Llh 

1 + RL • h22 

R V hll . Llh 
9 0 pt = h

22 

Es ist dabei Rg ogt . . RL opt = hh
11 

22 

RL opt = 

Mit den Werten für die optimale Anpassung ergibt sich die optimale Leistungs

verstärkung 

G ( 
h21 )2 

P opt = 
VLlh + Yh11 • h2~ 

Prinzipschaltung 

zur NF-Rauschfaktormessung K 

E 

R7 = Rg = 500 Q 

U E2 

F [dBJ = 10 Ig 4 k T .6 f Rg 

NN 1 NN .- Nutzsignal 
bei -- = --. 

N s l' N s - Störsignal 
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Formelzeichen 

c pnp - Transistoren 

Wärmewiderstand gilt für freitragenden Einbau bel umgebender ruhender Luft. 

B innerer Wärmewiderstand (Sperrschicht-Gehäuse), gilt für I~eale Kilhlung. 

äußerer Wärmewiderstand (Gehäuse-Außenluft), gilt filr die äußere Kühlanordnung. 

E Zulässige Höchst- und Mindestwerte 

-Uceo 

-U CER 

-UCES 

-U CEV 

-Ic 

1\ 
-Ic 

-Ie 

+Ie 

{}J 

Pc 

Diese Werte dürfen im Betrieb nicht über- bzw. unterschritten werden. Sie werden Im 

allgemeinen für eine Umgebungstemperatur von 45° C angegeben. 

Kollektor-Basis-Spannung bei stromlosem Emitteranschluß. 

Emitter-Basis-Spannung bei strom losem Kollektoranschluß. 

Kollektor-Emitter-Spannung bel stromlosem Basisanschluß. 

Kollektor-Emitter-Spannung bei Anschluß eines Widerstandes zwischen Basis und Emitter. 

Kollektor-Emitter-Spannung bei Kurzschluß zwischen Basis und Emltter. 

Kollektor-Emitter-Spannung bei positiver Basls-Emitter-Spannung. 

Kollektorgleichstrom 

kurzzeitiger Spitzenwert des Kollektorstromes 

Emittergleichstrom 

Basisgleichstrom 

Basisgleichstrom bel positiver Basis-Emltter-Spannung 

Sperrschichttemperatur 

Umgebungstemperatur 

Gehäusetemperatur 

Kollektorverlustleistung 
Pc 

Kennwerte 

Die Kennwerte werden, wenn nicht anders gekennzeichnet, filr eine Umgebungstempe

ratur {}a = 25° C - 5 grd. angegeben. 

Der Kennwert gilt nur für eine Temperatur In diesem Bereich. 
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-ICBO 

-lcEO 

-ICER 

-lcEs 

-bv 

-UCESQ' 

B 

f1 

F 

Kollektorreststrom In Basisschaltung bel stromlosem Emltteranschluß. 

Kollektorreststrom In Emltterschaltung bel strom losem Basisanschluß. 

Kollektorreststrom in Emitterschaltung bei Anschluß eines Widerstandes zwischen Basis 

und Emitter. 

Kollektorreststrom in Emitterschaltung bei Kurzschluß zwischen Basis und Emitter. 

Kollektorreststrom in Emitterschaltung bei positiver Basis-Emitter-Spannung . 

Emitterreststrom In Basisschaltung bei stromlosem Kollektoranschluß. 

Kollektorrestspannung bei Kurzschluß zwischen Basis und Kollektor und eingespeistem 

Emitterstrom. 

Sättigungsspannung bei eingespeistem Kollektor- und eingespeistem Basisstrom. 

Großsignalstromverstärkung in Emitterschaltung. 

Kollektor-Emitter-Gleichspannung. 

Basis-Emitter-Gleichspannung. 

Grenzfrequenz der Kurzschlußstromverstärkung In Basisschaltung. 

Grenzfrequenz der Kurzschlußstromverstärkung in Emitterschaltung. 

Frequenz, bel der der Betrag der Kurzschlußstromverstärkung in Emitterschaltung fOr 

kleine Signale gleich 1 ist. 

Bezugsfrequenz. 

Rauschmaß. 

Basisbahnwiderstand . 

Kollektorkapazität (Eingang kurzgeschlossen) 

äußerer Basis-Emltterwiderstand-Widerstand 

Vierpolwerte 

Eingangswiderstand in Emitterschaltung (Ausgang kurzgeschlossen) 

Spannungsrückwirkung in Emitterschaltung (Eingang offen) 

Stromverstärkung in Emitterschaltung (Ausgang kurzgeschlossen) 

h22e Ausgangsleitwert in Emitterschaltung (Eingang offen) 

Yl1e = 911& + j w c 11e Eingangsleitwert in Emitterschaltung (Ausgang kurzgeschlossen) 

Y12e = 912e + j w c 12e Rückwirkungsleitwert in Emitterschaltung (Eingang kurzgeschlossen) 

I Y21e I Betrag der Steilheit in Emitterschaltung (Ausgang kurzgeschlossen) 

Ausgangsleitwert in Emitterschaltung (Eingang kurzgeschlossen) 
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Germanium - pnp - Flächentransistoren 

GC100 
(Oe 870) 

Verwendung Transistor für NF-Vorverstärker mit höheren Anforderungen an die 

Grenzfrequenz. 

Abmessungen 

Bauform A 1 nach TGL 11811 ( R:! TO 18) 

W ärmewiderstand 

grd 
Rth ~ 1 mW 

Zulässige Höchstwerte (für -fra = 45 ° C) 

- U CBD 15 V 

- U EBO = 10 V 

- Ic 15 mA 

IE = 15 mA 

- IB 5 mA 

-UCCR[V] 
18 

K 

BQ 
E 

-frJ = 75 ° C 

-fra = 65 ° C 

16 
1lf 
12 

10 
B 

6 

If 

r----. r-- ... 
I" :---..... .... ...... ~ 

2 

Kennwerte (für -fra = 25 ° C - 5 grd) 

Kollektorrestströme 

- ICBD 1,5 ~ 15 JAA bei - UCB = 6V 

- ICBD 50 ~ 500 J.I.A bei - UCB = 25 V 

- ICEO 55 ~ 800 f.lA bei - UCE = 6V 

Emitterreststrom 

- IEBD = 50 ~ 500 J.I.A bel - UEB 15 V 

---
·-&o·25·C .... -~ 
'!Ja =qsoC 



r 
I 

~-

• '11 
11 

Grenzfrequenz in Basisschaltung 

fh21b = 2,1 ~ 1 MHz 

Rauschmaß 

F =14 :-::;: 25 dB 

Vierpolwerte in Emitterschaltung 

bel -UCE = 6 V, -Ic = 0,5 mA 

fM = 1 MHz, fo = 0,1 MHz 

bei -UCE = 1 V, -Ic = 0,2 mA 

fM = 1 kHz, LI f = 1 kHz 

Rg = 500 Q 

(bel -UCE = 6 V, 

fM = 1 kHz 

-Ic = 2 mAl 

hlle = 0,6 (0,2 •. . 5 kQ) 

h12e = 4· 10 -4 :::;;; 30 . 10 -4 

h22e = 56 :-::;: 200 ",,5 

h21e=18. . 355tromverstärkungsgruppe a 1 

29 . . 55 b 11 

45. .88 c '" ~72 d 1111 

Bestellbezeichnung fUr einen Transistor der 5tromverstärkungsgruppe 45 . . . 88 

Transistor Ge lODe - TGL 12536 

Verwendung Transistor für rauscharme NF-Vorverstärker 

Abmessungen 

Bauform A 1 nach TGL 11811 (!':::1 TO 18) 

Wärmewiderstand 

grd 
Rth ~ 1 mW 

Zulässige Höchstwerte (fUr {l-a = 45 ° C) 

-UCBO = 15 V 

-UEBO = 10 V 

-Ic = 15 mA 

IE = 15 mA 

-IB :.= . 5 mA 

K 

BQ 

{l-J = 75°C 

{l-a = 65°C 

E 

GC101 
(Oe 870 rauscharm) 



-UCER[V] 
18 
16 

1* 
12 
10 
8 

6 

* 2 

10 1 

r--. ~ 
i" 

Kennwerte (fUr ß-a = 25 0 C - 5 grd) 

Kollektorrestströme 

-ICBO = 1,5 :S;: 15 f.lA 

-ICBO = 50 :s;: 500 IAA 

-IeEO = 55 :s;: 800 !lA 

Emitterreststrom 

-IEBO = 50 :s;: 500 !lA 

Grenzfrequenz in Basisschaltung 

Rauschma8 

F = 5 :s;: 10 dB 

bel -UCB = 6 V 

bei -UCB = 25 V 

bei -UCE = 6 V 

bel -UEB = 15 V 

bel -UCE = 6 V, 

fM = 1 MHz, 

bel -UCE = 1 V, 

fM = 1 kHz, 

Rg = 500 Q 

~ .... "Ja-25·C """ .... --1-00,; i --+4+ "'n · 1f5°C 

-Ic = 0,5 mA 

fo = 0,1 MHz 

-Ic = 0,2 mA 

..1 f = 1 kHz 

Vierpolwerte in Emitterschaltung (bel -UCE = 6 V, -Ic = 2 mA) 

hila = 0,6 

h12. = 4 . 10-4 

(0,2 ••• 5 kQ) 
:s;: 30.10- -4 

:s;: 200 f.lS h22e = 56 

h21. = 18 • • 35 Stromverstärkungsgruppe a 

29. 

45. 

~72 

.55 

.88 

b 

c 

d 

I 

11 

111 

1111 

Bestellbezeichnung fUr einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe c 45 •• • 88 

Transistor Ge 101 c - TGL 12536 
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-je/mAl 
-"eEO 
[uAJ 

10000 10 
Pc =30mW 'Tao 5000 

-
\ 

9 , / 
-UCE= Paramefer 1/ / 

\ ~" )I. 
8 ~o/ / \ v 8~ - - 3 '7 ...... \ ./ <::§'" / 7 .,/ 

/: ~." 1000 
\ / '/ 'J 6 \ V '\. 500 rry"/ I 

- 1 ,/ 
- V V1 5 

, ~'7 
1\ 1\ .,,\.q) 

./ -IB=Pat'ameier [PA ] ~ f''1 

'+ 1/ 
--"V - V 1\ \ ~ 

:,...-- -UcE~ 6V 
\ I- 40 100 

3 :,...-- -\ --- -I-- -i 

\ 2 ? l-r- 30 50 
, - ~ 

\\ V ~ I--I-"" I / 

'\ 1 '/ 
20 --1-

--!B[pA] 
1\' ".. 10 

T 
. .1... 10 -

120 80 40 1 2 3 4, 5 6 0 ?J 40 SO 80 ~I"C]700 

gy~ 
-Ucf fV.l 

Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschich ttamperatu r 

/ 0,2 M ittlere Kennl in ien - für {}a = 2So C 
-Ur.F = 7V I 

f.3 
1 -URF VJ I 

" 

iM 

Verwendung 

Transistor fü r Vor- und Treiberstu fen in NF

Verstä rkern 

Abmessungen 
Kühl kö rper w i rd a uf f reitragend en Tra nsistor gestreift. 

Verl ustleistung mit Kü hlkörper 120 mW 

Gehäuse: "'=i TO 18 

Wörmewiderstand 

g rd 
R.h ::;: 0,43 mW 

Zulässige Höchstwerte ( für (}a = 4So C) 

14. 

-UCBO = 20 V 

-UEBO = 10 V 

-UCER = 20 V 

b ei RBE = 1 kQ 

20 

15 

10 

5 

- Ic = SO mA 

IE = 60 mA 

-IB = 10 mA 

r-~[ 

" 
~ 

- " 

~ 
i"-.. 

~
5'7 

K • 
B • 
E • 

{)J = 7S o C 

{}a=6So C 

für ~a .. 45°C 

i'.~ 

"""-- ~~ 

10 5' 

GC 10:> 
GC 101 
(Oe 870) 

GC115 
(O e 815) 

I 



r- I-

\ 

Ge 115 
(oe 815) 

I-IcfmAJ 

16 -!--I 
Pe 

-::' 
" :' 

12 
-UCE=1V ---/ .... i,....-10 V.-~ 

1\ J-
8 ;...~ .. 

~ 

\ 6 ~ ~ 
1\ I-I-

\ 
lf ..... 

It" ,... 
1\ 2 

\ 

600 WO 2qJL ~ 2 
~B[p.AJ I 

0,105 I I 
r- t--UCf= 1V I. 

PJ 
L 

/ 
V f15 

., 10-'" 
_IQ2 

-UBEfV] 
I 

Kennwerte (für {}a = 25 ° C - 5 grd) 

Kollektorrestströme 

- lcBO = 1,5 :::;: 15 ~IA bei -UCB = 6V 

-lcEO = 105 :::;: 600 ~IA bei -UCE = 6V 

- ICER = :::;: 250 ~IA bei -UCE = 20 V, RBE 

Emitterreststrom 

-IEBO = 10 :::;: 100 ~ bel -UEB = 10 V 

Grenzfrequenz in Basisschaltung 

fh21b = 0,5 2: 0,3 MHz bei -UCB = 6 V, 

fM = 0,3 MHz, 

Rauschmaß 

F = 9 :::;: 25 dB 

= 1 kQ 

-Ic = 2 mA, 

fo = 1 kHz 

bei -UCE = 1 V, 

fM = 1 kHz, 

-Ie = 1 mA, 

Li f = 1 kHz, Rg = 500 ·Q 

Vierpolwerte in Emitterschaltung (bei -UCE = 6 V, -Ic = 2 mA) 

~ 
~ 

j..--

!-.... 
-I-
l-
l-

hl l , = 0,7 :::;: 3kQ 

h12e = 4 . 10- 4 :::;: 30 . 10- 4 

h21 e = 10 1 . . 22 

h22e = 60 :::;: 300 ~lS 

Bestellbezeichnu ng für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe 10 . . . 22 

Transistor Ge 115 

1 I 1 1 1 . 1 1 
- J8 = Parameter [pA] 

---
~ 700 

...... ...... 650 
i,.;' ~ 

,. 
..... 600 v V l,...-- I--'" .-~ .... 

r\ I---' j...-' t-1- ..... i,....-I- 550 

~ ...... ~ I- I-'" t.-+- 500 
~'-" I.-I- I-"" I.-~ 450 

I-I-" _I-.- I.-~ 400 
~ +- -~!.-I-..... - I.-~ 350 
+- ~ po. l-+- J..-I.-~ 300 
_I-I-l- t""C -I-I- 250 

1-+- .... - 200 
150 
100 
50 
0 

-leEG 

[PA] 
10000 

5000 

1000 

500 

" 

~/ 
l 

~,,"j' 

/ 
/ 

/ 
V 

1/ 

v 
r7 

/ 
/ 

7 
/ / 

"V 
V 

1/ ~l 
~ 

-UCE ' 6V 

/ 
/ 

lf 6 8 10 12 14 V - UCE[V] 

M ittlere Kennlinien 
-100 

55 25 

17 
7' 

fü r 'Ü'a = 25 ° C Kollektorreststrom als Funktion der Sperrsch ichttemperatur 

15 
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Verwendung 

Transistor für Vor- und Treiberstufen in NF

Verstärkern 

Abmessungen 

Kühlkörper wird auf fre itragenden Transistor gestreift. 
Verlustleistu ng mit Kühlkä rper 12U mW 

Gehäuse F::S TO 18 ;tj5'7 

K • 
B • 
E • 

Wärmewiderstand 

. grd 
Rth :s:: 0,43 mW 

Zulässige Höchstwerte (für ofra = 45° C) 

-UCBO = 20 V 

-UEBO = 10 V 

-UCER = 20 V 

bei RBE _.1 kQ 

20 

-Ic = 50 mA 

-IE = 60 mA 

-IB. _ ._ 10 mA 

ofrJ = 75 ' C 

ofra = 65°C 

f. 

f'-... ~ für '!5la-Ij.5°C 
15 

I' 
r-..,.. 

~ 
10 

5 

101f 

Kennwerte (für ofra = 25° C - 5 grd) 

Kollektorrestströme 

-Ieee = 2 :S:: 15 "'" 

-ICEO = 210 :::;; 600 f1A 

-ICER :s:: 250 f1A 

Emitterreststrom 

-IEee = 12 :s:: 100 pA 

Grenzfrequenz: in Basisschaltung 

fh21b = 0,6 ;;:: 0,3 MHz 

Rauschmaß 

F = 6,1 :s:: 25 dB 

16 

bei -UCB = 6 V 

bei -UCE = 6 V 

bei -UCE = .20 V, 

bel -UEB = 10 V 

RBE = 1 kQ 

bei -UCB = 6 V, -Ic = 2m A · 

fM = 0,3 MHz, fo = 1 kHz 

bei -UCE = 1 V, 

fM = 1 kHz, 

Rg = 500Q 

-Ic = 1 mA, 

LH = kHz 

Ge 116 
(OC 816) 



Ge 11J 
(oe 817) 

Vierpolwerte in Emitterschaltung (bel -UCE = 6 V, 

hll e = 1 :S;; 3 kQ 

h12e = 5· 10- 4 :s;; 30 . 10-~ 

h22 , = 70 :s;; 200 ~lS 

h21e = 18 • . 33 Stromverstörkungsgruppe 0 

27 . . . 55 

45 .• . 88 

~ 72 

b 

c 

d 

11 

111 

1111 

-Ic == 2 mAl 

Bestellbezeichnung für einen T ronsistor der Stromverstörkungsgruppe 45. . . 88 

Transistor Ge 116c 

Verwendung 

Rauscharmer Transistor für NF-Vorverstärker 

Abmessungen 
Kühlkörper wird ouf freitrogenden T ronsistor gEstre ift. 

Verlustleistung mit Kühlkörper 120 mW 
~

5'7 -

K . E~=====$~ B • 
E • 

Gehäuse R! TO 18 

Wärmewiderstand 

grd 
Rth :s;; 0,43 mW 

Zulässige Höchstwerte (für {}o = 45° C) 

-Ucro = 20 V 

-UElO = 10 V 

-UCER = 20 V 

bei RBE = 1 kQ 

20 

15 

-Ic = 50 mA 

IE =- 60 mA 

-IB = 10 mA 

'" ..... 

{}j = 75° C 

00 = 65°C 

für "t9>a'" lj.5°C 

r..... ' .... 10 
""'-

10'" 

Kennwerte (für {}o = 25° C - grd) 

Kollektorrestströme 

-ICBO = 2 :S;; 15 flÄ be i -UCB "- 6V 

-ICEO ::-c-: 210 :s;; 600 IIA be i -UCE - " 6V 

-ICER ~ 250 fl A be i -UCE = 20V, RBE 

Emitterreststrom 

- IEBO = 12 :s;; 100 flÄ bei - UEB = 10 V 

I 

1 kQ 

17 



Grenzfrequenz in Basisschaltung 

Ih21b = 0,6 ~ 0,3 MHz 

Rauschmaß 

F = 4 S 10 dB 

bei -UCB = 6 V, 

IM = 0,3 MHz, 

bei -UCE = 1 V, 

IM = 1 kHz, 

Rg -== 500 Q 

-Ic = 2 mA 

10 = 1 kHz 

-Ic = 1 mA 

LI I = 1 kHz 

Vierpolwerte in Emitterschaltung (bei -UCE .- 6 V, - Ic = 2 mAl 

hlle = 1 S 3 kQ 

h12e - 5· 10 - 4 S 30 . 10 - 4 

h22e = 70 S 200 ~lS 

h21e = 18 . . 33 Stromverstärkungsgruppe 0 

27 . .. 55 b 

45 . .. 88 c 

:2': 72 d 

11 

111 

1111 

Bestellbezeichnung lür einen Transistor der Stromve rstärkungsgruppe 45 . .. 88 

Transistor Ge 117c 

-IclmAl I I 

J6 
Po 1 , 

-I8 • Parameter [ Al t:; P 300 
1\ 

1'" J 1,....0 I--" 1,...00 275 

I--'" 1,...00 i--'" 250 12 
~ ""'" 

~ ~ ~ 

""'" I--I--I- -UCE ~ 1V 
~ ...... ~ ,..... .... :- i--'" 225 

10 - -\ ...... i--'" 1,..0-~ -i--'" 10-i-'" 200 

8 ~ .... - :--~ ...-~ ~"'"' ~ ~ 175 

\ ,.. .... - ----'"', i-" 10-..... -~ 150 

6~ - --- ~ ~ 10-.... 125 -\ ~ --- ~Ic-..... 
100 

\ ------ I-I- f-... ... 4 -, 75 .... 
\ 2""" 50 

25 
\ 0 

-[em 
(}JA] 

10"00 

5000 

1000 

500 

/1 
V 

I' 

/ 
[/ 

J 
V 

300 zr 1f1Q- 2 4 6 8 10 12 14 
'=[ (jJÄl I-

-UcEfV) 0,05 1--' I 
200 

I- I 
-UCE -7V Mittlere Kennlinien lür {ja = 25°C 

25 

L V 
V V 

V/ V 
--'-

L / 
/ V 

~ L 1~ V \:)~. l 
~o/ 

/ t~ 

V -l.tE -6V 

1/ 

35 45 55 65 ""j['C] 75 

dl Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur 

'1. .... I""" 

18 

~ 
1/015 

" I 
0,2 

-0, [V} 
BE-I 

GC 116 
GC 117 
(Oe 816) 

(oe 817) 



GC120 
(oe 820) 

Verwendung 

Transistor für Treiberstufen in NF-Verstärkern und für NF-Endstufen 

kleiner Leistung 

Abmessungen 
Kühlkörper wird auf freitragenden Transistor 

gestreift. Verlustleistung mit Kühlkörper 120 mW ~5'3 
Gehäuse ~ TO 18 

Wärmewiderstand 

Rth ::;; 0,43 
grd 
mW 

R.h i ::;; 
grd 

0,165 mW 

(Sperrschicht-G ehäuse) 

Zulässige Höchstwerte 

-UCBO = 20 V 

-UEW = 10 V 

-UCER = 20 V 

bei RBE = 1 kQ 

-UCER[VJ 
25 

20 

15 

10 

K • 
B • 
E • 

-~.-Q1 
~ 

(für ,'ta =-= 45 ° C) 

-Ic = 150 mA 

IE = 165 mA 

-IB = 50 mA 

~ , 

Oj = 75 ° C 

,'ta = 65 ° C 

für -6!a .. 45°C 

r-... ' ... 
---

10 '" 

Kennwerte (für -&a = 25° C - 5 grd) 

Kollektorrestströme 

-ICBO = 1,5 ::;; 15 f-tA 

-ICEO = 105 ::;; 600 ~lA 

-ICER ::;; 250 ~lA 

Emitterreststrom 

-IEBO = 10 ::;; 100 [lA 

Kollektorrestspannung 

UECS = 0,44 ::;; 0,55 V 

Gleichstromverstärkung 

-IB = 0,5. . . 1 mA 

-UBE = 0,22 ::;; 0,25 V 

-IB = 8 ... 15 mA 

-UBE = 0,44 :0:;; 0,55 V 

bei - UCB = 6 V 

bei -UCE = 6 V 

bel -UCE = 20 V, RBE = 1 kQ 

bel -UEB = 10 V 

bel -Ic = 125 mA 

bel -UCE = 6 V, -Ic = 10 mA 

bel -UCE = 0,7 V, -Ic = 125 mA 

19 



Grenzfrequenz in Basisschaltung 

Ih21 b = 0 ,5 ~ 0 ,3 MHz bei -UCB = 6 V. 

IM = 0 ,3 MHz, 

-Ic = 2 mA 

10 ----=- 1 kHz 

Rauschmaß 

F =- 9 ::;; 25 dB bei -UCE - 1 V, 

IM 1 kHz, 

Rg 500 Q 

Best=lIbezeichnung lür einen Transistor 

Transistor Ge 120 

-lc[mA} -

90 t-t- - [8 = Parameter [mAl 

80 I-f-
I-I-I- .... -1\ -UeE = 1V -70 ..-I-

\ 60 
1\ i--

~t-

\ 50 

1\ 

\ 
O~ I\. 
V~ 

" 
\ 

\. 
I 

[8 [mAl , 
4 3 2 1 1 2 3 '" 5 6 

-Ic = 1 mA 

. 1 I - 1 kHz 

5,0_ 
I 

4,5-

4;0-

3~_ 
I 

3,a-

2.5-
I 

2,0 

7,~-
l,L 
I 

05 

-IClR 

} [pA 
5000 

1000 

500 

100 

/ 
f 

1 
1 

11 

/ 
/ / 

/ 
/ V-

/ V 
fI V IJ V rt','I' 

/ 
I 

/ / 
/ 

/ -UCl "6V 

/ RBf · /kR 

/ 

V 
I 

0.1 -UCE[V} 
25 35 65 d:JIOC] 75 

f- -UeE " IV iqJ ~ Mittlere Kennlinien lür Da = 25 0 C 

~ I--'" j3 -
), 
'(/f 

-U8E[V) 

Verwendung 

Transistor für Treiberstufen in NF-Verstärkern 

und für NF-Endstufen kleiner Leistung. 

Abmessungen 
Kühlkörper wird aul Ireitragenden Transistor 

gestreift. Verlustl eistung mit Kühlkörper 120 mW 

Gehäuse """ TO 18 

;.~L ;0 E • 

Koll ektorreststrom als Funktion der 

Sperrschichttemperatur 

GC121 
(Oe 821) 

Wärmewiderstand 

grd 
Rth :S: 0,43 mW 

grd 
::;; 0,165 mW 

(Sperrsch icht-G ehäuse) 

-~--- --6 \\ 
~;:;---

~9,O 

20 



+ 

~ ' 1 t 

Zulässige Höchstwerte (für {}a = 45 ° C) 

-UCBO = 20 V 

-UEBO = 10 V 

-Ic = 150 mA 

IE = 165 mA 

- IB = 50 mA 

{}J = 75° C 

ita = 65 ~C 
-UCER = 20 V 

bel RBE = 1 kQ 

~ 

'" I'... r-... 
1""" 

20 

15 

10 

5 

Kennwerte (für {}a = 25 ° C --- grd) 

Kollektorrestströme 

-ICBO = 2 < 15 pA 

-IeEO = 210 :S:: 600 f.IA 
bel -UCB = 6 V 

bei -UCE = 6 V 

für ~a·45°C 

r--

10'" 

-ICER :S:: 250 f.lA bei -UCE = 20 V, RSE = 1 kQ 

Emitterreststrom 

-IEBO = 12 :S:: 100 pA bei -UEB = 10 V 

Kollektorrestspannung 

UECS = 0,44 :S:: 0,55 V bei -Ic = 125 mA 

Gleichstromverstärkung 

-IB = 0,2 :S:: 0,5 mA bei -UCE = 6 V, -Ie = 10 mA 

-UBE = 0,22 :S:: 0,25 V 

-IB = 3,5 :S:: 8 mA . bei -UCE = 0,7 V, -Ic = 125 mA 

-UBE :;:- 0,44 :S:: 0,55 V 

Grenzfrequenz in Basisschaltung 

fh21b = 0,6 ~ 0,3 MHz bei - UCE = 6 V, - Ie = 2 mA 

fM = 0,3 MHz, fo = 1 kHz 

Rauschmaß 

F = 7 :S:: 25 dB bei - UCE = 1 V, 

fM = 1 kHz, 

Rg = 500 Q 

- Ic = 1 mA 

L1 f = 1 kHz 

Die zu einem Paar zusammengestellten Transistoren sind wie folgt ausgewählt: 

- UCE = 6 V; - lc = 10 mA und 

- UCE = 0,7 V ; - Ic = 125 mA 

IB 1 
iB2 :S:: 1,25 (lB1 > IB2 ) 

Die erforderliche Basissucherspannung - UBE beträgt bel 

-- UCE = 6 V; - Ic = 1,5 mA 

- UBE :S:: 150 mV 

21 



l-

-lc[m~J 

\ po 
\ I 

?O 
\ 1

60 \ 
" , 

I- -UCE = 1V \ ,50 

\ 1

40 \ I 

\ 
1
30 

\ 20 

7~ 

-=JBfmAJ f-_ 7 __ 1 

Bestellbezeichnung für einen Transistor 

Transistor Ge 121 

I 
I 

2,25--; 

2.d-
7.i5-

7,5 
1 

'-::,~ 1,25 
-Ja a Parameter [mA~2f-

7,0 
I 

0,75 
I 

QS 

'?'2~-
I 

2 3 4- 5 6 

. [CER 

[pA 
5000 

J 

1000 

500 

100 

50 

.- 1/ 
/' / 

/' / 
/ 

/ / 
/ 

i'./ / 
I--~,,~~ I--

7 / 
/ -UcE "6V 

/ / 
RBc "lkQ 

/ 
/ 

1/ 
/ 

- -U, ~1~ P.l 
-UcffV] 

25 JS 55 65 iM'Cl 7S .. 
rE W Mittlere Kennlinien für Ho = 25°C Kollektorreststrom als Funktion der 

Sperrschichttemperctur 
l.-~ 0,3 -""" 

1 

O/f 
-UBE[V]-

Verwendung 

NF-T ransistor und Transistor für 

30 V-Schaltanwendung 

Abmessungen 
Kühlkörper wird auf freitrag enden T ransistor g~

streift. Verlustl eistung mit Kühlkörper 120 mW 

Gehäuse "'" TO 18 

Wärmewiderstand 

grd 
Rth :s:; 0,43 mW 

grd 
Rthi :s:; 0,165 mW 

(Sperrschicht-Gehäuse) 

Zulässige Höchstwerte 

22 

- UCBO = 30 V 

- UEBO = 10 V 

- UCEV = 33 V 

bei UBE = 0,1 V 

(für {)-o = 45° C) 

- Ic = 150 mA 

- Ic = 250 mA 

IE 165 mA 

- IB 50 mA 

;.~L 
~tj E • 

Ge 122 
(oe 822) 

-~.-Qi 
§ 

75° C 

j, '-' 



Ge 123 
(oe 823) 

Kennwerte (fUr (}a 25 ° C - 5 grd) 

Kollektorrestströme 

- IeBO 2 :::;; 15 fAA . bei - UCB - 6V 

- IeEO 200 :::;; 600 f-lA bei - UCE - 6V 

- lcEv 8 :::;; 30 fAA bei - UCE = 33V, UBE = 0,1 V 

Emitterreststrom 

- IEBO = 15 :::;; 100 fAA b!!i -- UEB = 10 V 

KolJektorrestspannung 

UECS = 0,44 :::;; 0,55 V bei - k = 125 mA 

Gleichstromverstärkung 

- IB = 3 :::;; 8 mA bel - UCE = 0,7 V, - Ie 

--UBE = 0,44 :::;; 0,55 V 

Grenzfrequenz in Basisschaltung 

fh21b = 0,5 :;:0: 0,3 MHz bei - UCE 

fM 

6 V, - Ie 

0,3 MHz, fö 

Bestellbezeichnung für einen Transistar 

Transistor Ge 122 

Verwendung 

NF-T ronsistor und Transistor für 

60 V-Schaltanwendung 

Abmessungen 

Kuhlkörper wird auf freitragenden Transistor ge

streift. Verlustleistung mit Kühl körper 120 mW 

Gehäuse "'" TO 18 

Wärmewiderstand 

;.~L ;ti E • 

125 mA 

2 mA 

1 kHz 

. -.--); 
R1h 

grd 
:::;; 0,43 mW 

grd 
R1hl :::;; 0,165 mW 

(Sperrschicht-Gehäuse) ai C
--\ 

\0 

... -- - - . -- - - - \ 
.. -,- -. ---

'4-~9.0 - -->I 

Zulässige Höchstwerte 

- UCBO 

--UEBO 

30 V 

10 V 

- UCEV 66 V 

bel UBE 0,1 V 

(für (}a = 45 0 C) 

- Ic - 150 mA 

- Ic = 250 mA 

IE 165 mA 

- IB 50 mA 

23 



Kennwerte (für {)-a 25°C-5grd) 

Kollektorrestströme 

- ICBO 2 :S;; 15 p_A 

-- IeEO = 180 :s;; 600 ~I A 

- lcEV 15 :S;; 30 !IA 

Emitterreststrom 

- IEBO = 12 :S;; 100 !IA 

Ko lIektorrestspannung 

UECS = 0,44 :s;; 0,55 V 

Gleichstromverstärkung 

- IB = 4 :s;; 8 mA 

- UBE = 0,44 :s;; 0,55 V 

Grenzfrequenz in Basisschaltung 

bei - UCB = 6 V 

bei - UCE = 6 V 

bei - U CE = 66 V, UBE 

bei - UEB 10 V 

bei - Ic = 125 mA 

bei - UCE 0,7 V, - Ic 

fh2tb = 0,5 ;::::: 0,3 MHz bei - U CE 

fM 

6 V, - Ic 

0,3 MHz, fo 

Bestellbezeichnung für ei nen Transistor 

Transistor Ge 123 

-IcfmAl 
I 

"'6ß 
5.5' 1 /' "/ 

1
1

60 /' ....- 5,0_ 
\ 740 

....- .....- .-+- 4,5 
'I' i-' ...... ~ I- 4,0 L.-

\ 120 - I..--- :"~5 
-( ;:;;;; -- 3.0 \ 700 
~ p --I-
,..-- I-I-I-I- 2.1 

\ 80 -1-'"" I-:.-2,0 
-UCE = 7V \ -I"""" 

- -18 = Parame!!!, [mAl ;::;;; ..... 1,5
1 

\ 60 
I- ) - 1,0-~ -

\4IJ 
'-" 0.75 -

I 

20\ 
0.5 

afs 
6 4 _2 __ 't 8 12 76 20 2ft. 28 

-=1B[~AJ-f-
0;1 - UCE[V] 

f-r--~CE ~ 1~ 0;1 Mittlere Kennlinien für {j-" = 25°C 

:..,..... V 
~3 --I-

~4 
UaEfVj-

24 

0,1 V 

125 mA 

2 mA 

1 kHz 

GC 122 
GC 123 
(Oe 822) 

(oe 823) 



GF 100 
(oe 871) 

Verwendung 

HF-Transistor für ZF-VerstÖrker in AM-Empfängern 

Abmessungen 

Bauform A 1 nach TGL 11811 

(~ TO 18) 

Wärmewiderstand 

grd 
Rth :5: 1 mW 

K 

BQ 
E 

Zulässige Höchstwerte (für -&a = 45 0 C) 

- UCBO = 15 V 

- UEBO = 1Q: V 

- Ic 

I ~ 

15 mA 

20 mA 

{lj 

Ha 

75 0 C 

65 0 C 

- IB 5 mA 

-UCER[V] 
18 
16 

1* 
12 
10 
8 
6 

* 2 

- . 

r-. ~~ 
.. 

q 

R r--... ~·25·C ....... ...... r-.:; 

""""'" I....-I TT 

~':WC 
.. 

Kennwerte (für {ja 25 0 C -- 5 grd) 

Kollektorrestströme 

- ICBO 

- IeBO 

- lcEO 

Emittel'reststrom 

1,5 :5: 10 ~IA 

50 :5: 500 f!A 

85 :5: 800 pA 

- I EBO = 50 :5: 500 pA 

Grenzfrequenz in Basisschaltung 

h.21b = 5 2 3 MHz 

Rauschmaß bei 0,5 MHz 

bei - UCB = 6 V 

bel - U CB = 25 V 

bei - UCE = 6 V 

bei - UEB 

bei - U CE 

IM 

15 V 

6 V, - Ie 

3 MHz, fo 

0,5 mA 

0,1 MHz 

F = 6 :5: 15 dB bel - U CE = 6 V, - Ie = 0,5 mA, Rg = 1 kQ 

fM = 0,5 MHz 

25 



Vierpolwerte in Emitterschaltung (bei - UCE = 6 V, - Ic 
fM = 0,5 MHz) 

911. 0,5 ::;;; 1,4 mS 

c 1l. 330 ::;;; 1000 pF 

912. 3 ::;;; 7 fiS 

c 12• 7 ::;;; 14 pF 

1 Y21. 1 =- 17,5 ;;:::: 13 mS 

922. 30 ::;;; 50 pA 

c22• 25 :::;; 50 pF 

h21 • 70 ;;:::: 20 (bei fM - 1 kHz) 

Bestellbezeichnun9 für einen Transistor 

Transistor GF 100 

-Ic[~AJ 
i I 10 

1\ Pc.30mW 
9 

\ 100 

-UCE = Parameter [V] 
\ 

I'. ",'" 8 \ V ~-r- -3 V V 
\ 7 

\/ 

6 /' V '\ 

r-~1 \ V / . \.. 
V V" . 

1\ 1\ 5 
/ 

\ ,/ 
-IB' Parameter (pA) ..... 50 

\ '+ !I' ...... ...... , \ 
3 

_I--"" 40 
\ '-"" 

...... ---'N: 2 V --- I- 30 
\\ / r-- ---- do 
\ 1 r.", .. ~ r- "f 

r-IBfpA) 
, ~' ~~ 10_ 

I 
120 80 40 1 2 3 '+ 5 G 

DJ' 
-UcEfV] 

,.. '" 0.2 Mittlere Kennlinien für ~a = 25 0 

-, -~ r 
-UCE .1V I 

0.3 
-USE[V] 

Temperaturabhängigkeit der Parameter: 

1.3 1,2 

1.2 1,1 

1,1 1,0 

........ 
............ r--.. &218/ ...;.;:' 

1,0 0.9 

0,9 0.8 

C 

-fCED 
(pA) 

1[J000 

5000 

1000 

500 

100 

20 

o 

'\ / 
./ 

~ 

0,5 mA 

.. / / 
~,/. / ~~ ' , 

~~~ / 

V /' 

" ~ 
.. ~~'ij 
/.~ 

Vf 
/ -UCE"SV 

,. / 

W' 

20 40 60 80 -By["C] 

Kollektorreststrom als Funktion der 

Sperrschichttemperatur 

./ 

/c22e 

~ 
.L 
gUIJ 

0.8 0.7 
25 35 451J.jf°C} 25 35 45~·rC] 

1 Y21. 1 

26 

f (D j) _ 1_ , C22. 

922. 



GF 105 
(oe 872) 

1,3 

1,2 

\ --' Ke 
; 

1\ 
\ 
1\ 

\-j,2C 

_1_ 

.. !!B-
~f-Cl1e 

~ 
-? 

0.6 

1,2 
1,0 

1,1 

0.8 
1.0 

o,a 
0/1-

25 35 

Verwendung 

HF-Transistor für Misch- und Oszillotorstufen im Mittel- und langwellenbereich 

Abmessungen 

Bauform A 1 nach TGl11811 

(Ri TO 18) 

Wärmewtderstand 

grd 
Rth ::s;: 1 mW 

Zulässige Höchstwerte 

- UCBO 

- UeBO 

15 V 

10 V 

-UCER[V] 
18 
16 
14-
12 

10 
8 
6 
4-
2 

K 

E 

(für {ta = 45 0 C) 

- Ic = 15 mA 

le = 20 mA 

- IB = 5 mA 

r--~ 

" ~ ........ 

{}J = 75°C 

fra = 65°C 

... "Ja' 25°C 
r--.. ~ r----1Jn~;;S:; 

27 



Kennwerte (für {) o = 25 0 C -- 5 9rd) 

Kollektorrestströme 

- ICBO 1,5 ::;; 10 pA 

Icw ---0 50 :::;; 500 pA 

:CEO 200 :::;; 800 !IA _ 

Emitterreststrom 

IEBO --= 50 :::;; 500 pA 

Grenzfrequenz in Basisschaltung 

fh21b _CC 10,5 ~ 7 MHz 

bei - UCB 6 V 

bei - UCB 25 V 

be! -UCE - 6 V 

bei - UEB -- 15 V 

bei - UCE 

IM 

6 V, - Ic 

7 MHz, 10 

Rauschmaß in Mischschaltung bis 2 MHz 

0,5 mA 

0,1 MHz 

F = 11 :::;; 20 dB (bei - UCE = 6 V, - Ie = 0,5 mA, Rg 

IM = 0,5 MHz) 

1 kQ, 

Vierpolwerte in Emitterschaltung (bei - UCE = 6 V, - Ic = 0,5 mA, IM = 2 MHz) 

911. 0,7 

c " e 110 

9,2. 2 

c ,2• 7 

Y21. 16 

922. 130 

c22e 29 

h21. 110 

-IC[mA} 
I 20 

T 
'78 

--UCE=Paramet~r[V} : 

, /6 

3 '14 
l' , 

1

12 
I 

'10 
I 

8 v 
6 

/ 
l,lf v 
2\ 

Y 

-Ie{;.1AJ /" 

- 24fJ_ 160_ BO_ i--

<:::; 3,3 mS 

:c; 250 pF 

:::;; 5 !,S 

:::;; 14 pF 

~ 10 mS 

:::;; 250 !IS 

:::;; 35 pF 

~ 20 (bei IM = 1 kHz) 

BestelibezEichnun9 lür einen Transistor 

li Pc 
\ . 
. 
\ 

...... V 
V 

----
~ 

I-- ...... -- i.---
1 2 

Transistor GF 105 

=30mW 
I 

-Ie=Parameter /j.JAJ r--
~-;'" 700 

V 
V : 

l/ ~ BO-
\ (... 

l,.'" 

1/17 
,/ "\ 

1\ f1) 

"- --k 
~ ~ '~ 4fJ 

l--l--~ '-- 36 
T 
20 
-'-
1f-

3 4 5 6 

-ICtO 
[pA] 

10000 

5000 

1000 

500 

100 

50 

10 o 

~ / 
~~/ 

~~I ) 

/~- - V; 
~'S 
~ t 

/ 

/ 
/ 

20 40 

~ 

/ 

V 

-UcE ·6V 

60 flJ ""j ["Cl 7(J(J 

D,1 -UCE[V} 
Kollektorreststrom als Funktion der Sperrsch lchttemperolur 

!L Mittlere Kennlinien lür -No = 25 0 C 

--=UCE = W / (J.Z 

I' 1 - 10.3 
-u8dvr 
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Germanium - pnp - Drifttransistoren 

GF 120 
(OC 880) 

Verwendung 

HF-Transistor für Vor-, Misch- und ZF-Stufen im MW- und lW-Bereich 

Abmessungen 

Gehäuse Rj TO 18 

Wärmewiderstand 

grd 
Rth :::;: 0,6 mW 

Zulässige Höchstwerte 

- Uceo = 25 V 

- UEBO = 0,5 V 

--'UCE = 15V 

~' Schirm 2.5 

Kollektor Emitter 

(fll r (}a 45° C) 

- Ic 10 mA {}J 

IE 11 mA . {}a 

± IB 1 mA 

für ein Verhä ltnis der Widerstände 

RB Rt . R2 RE ::;: 50, wobei RB = R
1 
+ R

2 
::;: 100 kQ 

zu wählen ist 

75° C 

65 ° C 

Kennwerte (für (}a 25 ° C - 5 grd) Für GF 120 - GF 122 

Kollektorrestströme 

- IeBO = 4 ::;: 7,5 ~tA 

- leER = 20 ::;: 100 /-tA 

Kollektor-Basis-Spannung 

- UCEO 2 25 V 

bei - UCB 

bel - UCE 

bel - IC 

6V 

6 V, RBE 

100 ~ 

33 kQ 

29 



Emitter-Basis-Spannung 

0,5 V bei - IE 100 pA 

Ubergangsfrequenz 

h =:= .30 ~ ' 10 MHz bei - UCE ,= 6 V, - Ic 0,5 mA 

Vierpolwerte in Emitterschaltung (bei - U CE 6 V, - Ic = 0,5 mA, f = 2 MHz} 

gll e ::;; 1 mS 

c ll e = 100 ::;; 175 pF 

g1 2e ::;; 
c 12e 5 ::;; 

IY2l e I = 17 >-
g22e ::;; 
c22e 5 ::;; 

h2le 50 

Verwendung 

5 ·~,5 

19 pF 

10 mS 

20 ~tS 

15 pF 

(f = 1 kHz) 

Bestellbezeichnung für ei nen Transistor 

Transistor GF 120 

HF-Transistor fü r Vor- und M ischstufen im KW-Berelch bis 8 MHz 

Abmessungen 

Gehäuse ~ TO 18 

Schirm ~
o 14±O,l 

6+3 

2,5 • 

. '" 111 0,45 

Wärmewiderstand 

grd 
Rth ::;; 0 ,6 mW 

Zulässige Höchstwerte 

- U CEO = 25 V 

- U EB O = 0,5 V 

30 

Kollektor 

(für fro = 45 ° C) 

- Ic 

IE 

± IB 

10 mA 

11 mA 

1 mA 

Emltter >' 5,7 

{}, = 75 ° C 

{}o = 65 ° C 

GF 121 
(OC 881) 



- UCE 15 V 

für ei n Verhä ltn is d er Wide rstände 

RB RE ::;; 50, wobei 

zu wählen Ist 

Kennwerte (für (}e = 25° C - 5 9rd) 

Kollektorrestströme 

- IcBO 

- ICER 

4 ::;; 7,5 ~lA 

20 ::;; 100 pA 

KoUektor-Basis-Spannung 

- U CBO ~ 25 V 

Emitter-Basis-Spannung 

- UeEO ~ 0,5 V 

Ubergangsfrequenz 

h = 50 ~ 25 MHz 

bei - UCB 

bel - UCE 

bei - Ic 

bei - IE 

bei - UCE 

(Siehe Seite 29) 

6V 

6 V, RBE 33 kQ 

100 ~IA 

l00 ~tA 

6V, - Ic 1 mA 

Vierpolwerte in Emitterschaltung (bel - UCE ...:..=: 6 V, - :C = 1 mA, f = 10 MHz) 

9" e 2 ::;; 

c " e = 100 ::;; 

9 ,2e 40 ::;; 

c ' 2e 4,5 ::;; 

! Y2'.! = 32 ~ 

922e 30 s;: 
c22e 6 ::;; 

h21e 50 

4 mS 

175 pF 

100 ~ 

6 pF 

22 mS 

100 ~S 

12 pF 

(f = 1 kHz) 

Beste llbezeichnun9 für eine n Transistor 

Transistor GF 121 

.~ 
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Verwendung 

HF-Transistor für FM-ZF-Verstärker 

Abmessungen 

Gehäuse """ TO 18 

~' ~o 14±O,1 . . 6+3 

Schirm 2,5 

\1>0,45 
Kollektor Emitter rp 5,7 

Wärmewiderstand 

grd 
0,6 mW 

Zulässige Höchstwerte (für -Ita = 45° C) 

- UCEO = 25 V 

- UEEO = 0,5 V 

- UCE = 15 V 

- Ic 

IE 

10 mA 

11 mA 

± IB 1 mA 

für ein Verhältnis der Widerstände 

'tl = 75° C 

-Ita = 65° C 

RB 
RE :::;; 50, 

R, ' R2 
wobei RB = R

1 
+ R

2 
:::;; 100 kQ (Siehe Seite 29) 

Kennwerte (für -Ita = 25 ° C- 5 grd) 

Kollektorrestströme 

-ICBO = 4 :<:;; 7,5 flA bel - UCE = 6 V 

- leER = 20 :::;; 100 flA bel - UCE = 6 V, RBE 33 kQ 

Kol'ektor-Basis-Spannung 

- UCBO ::2: 25 V bel -Ic 100 flA 

Emitter-Basis-Spannung 

-UEBO ::2: 0,5 V bel -IE 100 /AA 

Ubergangsfrequenz 

fr = 50 ::2: 30 MHz bel -UCE = 6 Vj --Ic 1 mA 

.32 
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(Oe 882) 



Vierpolwerte in Emitterschaltung (be l - UCE = 6 V, - Ic = 1 mA, 1 = 10 MHz) 

6 -le {mAl 
1\ 5 

1\ '. -UCE • ParamefBr [V] 
\ 'f 
\ 

3 

~\ 
1\\ 2 , 

\ 
\ 1 

\ 

'--I8 (jiAJ \ 

r- 120_ 80- 40_ -

-UCE :1V 

-r 

7 

GF 120 
GF 121 
GF 122 
(Oe 880) 

(oe 881) 

(oe 882) 

0,1 

ar 
[/In 

,.'/ , ~~ 
-U8dV] 

9 11. 

e " e 

912. 

c 12e 

Y21e 

922. 

c22• 

h21. -

1/ 

,.. I-

1 2 

1,8 ::; 2, 5 mS 

105 :s:; 175 pF 

33 ::; 67 fiS 

4 ::; 5 pF 

33 2 28 mS 

25 :::;; 50 " S 

6 :s:; 10 pF 

50 (I -= 1 kHz) 

Bestellbeze ichnun9 lür einen Transistor 

Transistor GF 122 

'-' 

I ..J-+-t100 
-kHI 

0 
/ 

R V 
-I8 = Parameter [pA]- -

500 
- l CE 

{pA 1 
./ 

1/ 

I- 80 
I-I- 1000 

500 

--I-- 60 

40- 100 

50 
20 

20 

3 'f 5 6 
-UcE[V} 

--

/ / 
V 

l ~ 

II ~~ 
~, f' 

'/ 

I / 
/ I 

/ -VCl ' 6V 

/ / I?SE' 33kf1 

/ 

L 
V 

25 35 55 

Kollektorreststrom ols Funktion de r 

Sperrschichtte rnpe rotur 

Mittlere Ke nnlinien lür 1'1 0 = 25 0 C 

/ 
/ 
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Germanium - pnp - Leistungstransistoren' 

0000 
-[eEo 

[PA] 

0 

0 1000 

500 0 

1000 

500 

100 o 

GD100 
(Oe 830) 

, ?c- / 
~~'/ 
~"V 

r;&q) 
'/ 

/ 

/ 7~ 
z ~ ~~ 

~/ / 1 
7 

/ 

Verwendung 

Leistungstransistor für NF-Verstärker 
\!I 4,3 

Abmessungen -

Wärmewiderstand 

grd 
Rth i ::;; 15 Vi (Spe rrsch icht-Gehäuse) 

Zulässige Höchstwerte (für {l-a = 45° C) 

- UCBO 

- UEBO 

- UCER 

be i RBE 

/ 

/ 
7 

- UcE "5V 

- 20 V 

10 V 

18 V 

100 Q 

20 

15 

10 

5 

o 
10 

2,5 

- Ic 1,3 A 

IE 1,5 A 

-'-IB 0,2 A 

1 

11 

............ , . , für '!9ta = 45°C 

' .... 

"""'--

-I---+-- KJhlblech(J ,lAlu 2mm, 
verftkale Lage, blank. 

'---+---Jsolierung, Perfinax

20 40 50 80 'I'I>.i [ OC} 100 

scheibe 0,1 mm. 
;-----r..-direktb Montage 

- isolierte " 
Kollektorreststro m in Abhäng igke it 

de r Sperrschichttemperatur 

~0~~3~0---~~--~~~~~L-~~~V~~M--~ 
Umgebungstemperafur ?$a [OC] 
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Kennwerte (fUr {ja = 25 0 C -.5 grd) 

Kollektorrestströme 

- -leeo 20 ,.IA ::;; 30 ,lA 

-leEo 3$0 ,.tA ::;; 1000 pA 

- -leES = 50 ,lA ::;; 100 ftA 

Emitterreststrom 

IEBO = 150 ,.LA ::;; 500 I-lA 

Ubergangsfrequenz: 

-c-=c 100 kHz ~ 60 kHz 

Restspannung 

- UCEsat = 0,40 V ::;; 0,50 V 

Gleichstromverstärkung 

- IB 5 . . 10 mA 

- UBE - 0,35 V ::;; 0,44 V 

- IB - 36. . 62 ~A 

- UBE = 0,60 V ~ 0,7 V 

Bestellbezeichnung fUr einen Transistor 

bei - UCB = 6 V 

bei - UCE = 6 V 

bel - UCE = 6 V 

bel - UEB = 10 V 

bel - Ie = 0,1 A 

--UCE 6 V 

bel - Ie 1 A ' 

- IB 120 mA 

bel - Ic - 100 mA, 

bel - Ie = 500 mA, 

- UCE -

- UCE -

Transistor GD 100 TGL 200 - 8240 

-lc[A] 
1,0 

0,8 

0,6 

0,2 

o 

36 

1\ 
11 

, 

\ 

2 4 

-Is • Parameter [mAl 
.-

40 
·':/5 

30 

25 ;.-1-

1\ , 
1\ 
\ - - 2D 

15 1\ 
\ 

lQ - -- \ 
, 

'" Pc+E=2W 

" > 

........ 5 -.. - .....;-. -
6 8 10 12 14 -UCE[V] -IsfrnAl60 40 20 

Mittlere Kennlinien fUr {l'a = 25 0 C 

6V 

2V 

-[c[A] -Is[mA] 60 20 o 

1,0 

0,8 0,2 

J 
0,6 rJ" 

J 

\ 

0,4 
-Uce c 2V IT 

LI 
.... / 
~ 

0,6 
0,2 

o 



Verwendung 

leistungstransistor für NF-Verstärker, Regel- und Steuerzwecke 

GD 110 
(OC 831) 

Abmessungen 

Wärmewiderstand 

grd 
Rth i ::;; 15 W (Sperrsch icht-G e häuse) 

Zulässige Höchstwerte (für -fra = 45 ° Cl 

20 

15 

10 

5 

0
701 

t'-.... 
r--.t--

- UCBO = 20 V 

--UEEO 10 V 

- UCER 18 V 

bei RBE 100 Q 

11 
für -&.a = 45°C 

--
ReE [Q] 10 Ci 

2,5 f-50c12
- f-100cm2'-+---I-- KJhfbfechB,~fu 2mm, 

VfJrfikale Lnge, blank. 
!---I---Jsolierung, Pertinax

scheibe 0,1 ri7m. 
I--b2'fo.~~~~.-~ direktb Montage 

- isolier'te " 

- Ic 

IE 

- IB 

100000 
-[CEO 

{;LA] 

10000 

5000 

1000 

0 50 

1,3 A 

1,5 A 

0,2 A 

/' 

1/ 

/ 

20 

, 

1) j = 75°C 

-fra = 63 ° C 

/ I 

Y / ~'Q 
N 

~~ J 

J 
/ '1:-

v. ~'Q 
~ 

71 -UCE' 6V 

40 

-

Koll ektorrestst rom a ls Fun ktion de r Sperrsch ichttemperatu 

O~~~~~~L-__ L-~~~L-__ 
20 30 lIf) 50 60 70 80 

Umgebungstemperafur ~a [aC] 
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Kennwerte (für (}a = 25 ° C - 5 grd) 

Kollektorrestströme 

- leeo 20 pA ::;; 30 ~lA be i - UCB 6 V 

- IeEO 300 fl A ::;; 1000 pA bei - UCE 6 V 

- lcEs -. 50 flA ::;; 100 pA b zi - UCE - 6 V 

Emitterreststrom 

- IEBO = 150 pA ::;; 500 ~IA bel - UEB = 10 V 

Ubergangsfrequenz 

fr 200 kHz ;;::;.: 100 kHz bei - Ic 0,1 A 

- UCE 6V 

Restspannung 

- UCEsat = 0 ,35 V ::;; 0,50 V be i - Ic 1 A 

- IB = 120 mA 

Gleichstromverstärkung 

- IB ::;; 5 mA bei -Ic - 100 mA, - UCE = 6V 

- UBE 0 ,30 V ::;; 0 ,44 V 

IB ::;; 42 mA bei - Ic = 500 mA, - UCE = 2V 

- UBE - 0,55 V ::;; 0 ,7 V 

Paarigkeitsbedingung 2 X GD 110: Die zu e inam Paar zusamm eng estelltan Transistore n für G eg en

taktstufen sind wie fo lgl ausg ~wä :, l t: D:ls V"rhä:t.,is d ar Basisströ me d er e inzelnen Tran

sistoren b aträ;!l bis zum Kollektorstrom von - Ie = 1 A 

-le 
[A ] 

1, 0 

0.5 

o 

38 

, 

IB 1 
~ ::;; 1 ,2 

Dabei bzträgt auch das Verhä: tnis d er Basisspannung en d er e inzelnen Transistoren bis zum 

Koll ektorstrom - Ic = 1 A 

UBE 1 

UBE 2 ::;; 1,2 

-le· Parameter (mAl -
.- 1-7001 

1- - l-!iD 1\ 
\ f-I- 80 

70 
-- -lfcE-ZV \ 1,0 

60 
1\ Ja ~-

1\ , 
\ Bll 
\ Pc+E=2W 

1\ 
\ 0.5 

'\ 20 
r ..... I"- 1 \ 

t- J. .-
10 \ 

2 4 6 8 10 12 14 -UCE[V] -IsfmA1160 120 BQ I{() 0 

Mittlere Kennlin ien für fra = 25° C 

Bestellbezeichnung für e inen 

Transistor 

Transistor GD 110 

TGL 200-8240 

-IsfmAl 160 120 80 4lJ 0 

0.2 

-Lt -2V U 

If 

V 0.6 

l7 
~ 

1/ 
I' 

1,0 



'; 
~ 

~ 
1 
! 

GD 120 
(OC 832) 

Verwendung 

Leistungstransistor für 30 V-Schalteranwendung 

Abmessungen 

Wärmewiderstand 

grd 
Rthi :::;: 15 W (Sperrschicht-G ehäuse) 

Zulässige Höchstwerte (für (}a = 45° C) 

- UCBO 33 V - Ic 1,3 A 

- UEBO 10 V IE 1,5 A 

- UCER 30 V - IB 0,2 A 

be i RBE 100 Q 

-~~:1"bocm2 KJhlblech8, ~," 2mm, 

10DOOJ 

~,5 -ICfO 

" ,,~ verftkale Loge, blank. [;;Al 

~O , ~ ~-? '. JsOlierung; Perh7JX-
~~.:.., '<:>-::s,: h ö I 

,5 
..... ,,~ ,~~ sc BI 8 ,7mm. 
y ..... ~ ~~ ~~ r---direkfbMontag8 ;][}OO 

0 
F- 25cm ................ :::--..... '-~ ~ ~r6> -1;.. - - isolierte " -;-1-. ........~~ ,,-?~ [Jooo 

--- ~~'-= ~~ 5 ohne Kühlfläche-- - __ ~ 
r1 I ----~ 
20 30 40 50 60 70 80 

lOaD 

Umgebungstemperatur ~a [OCl 500 

Joo 
0 20 

{l'j 75 ° Cl 

{l'a 65° C 

60 80 1Jj-[·Cl 100 

Kollektorre ststrom als Fun ktio n der Sperrsch ichttemperatur 

0 ..,.., 

- "R 

L 1 
(ar t9tz. 45° 

P ~ --... -.. -..... 1"'0 r--"", 
0 -
0 

b 
101 102 703 RSE[Q] 1&" 
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Kennwerte (bei {}a = 25 O C-5grd) 

Kollektorrestströme 

- lcBO 18 pA :0;; 30 ~IA bei - UCB 6 V 

- IeEO 250 pA :0;; 1000 pA bei - UCE 6 V 

- ICES 40 flA :0;; 100 pA bei - UCE 6 V 

Em itterreststrom 

- IEEO = 100 ~IA :0;; 500 pA bei - UEB = 10 V 

Übergangsfrequenz 

fr 200 kHz :::::: 100 kHz bei - Ie 0,1 V 

- UCE 6 V 

Restspannung 

- UCE sat = 0,35 V :0;; 0,50 V bei - Ic 1 A 

- IB = 120 mA 

Gleichstromverstärkung 

- IB 4 mA :::;: 5 mA 

- UBE 0,30 V :0;; 0,44 V 
bei - Ie = 100 mA, - UCE = 6 V 

IB :0;; 42 mA bei - Ic = 500 mA, - UCE = 2 V 
- UBE 0,55 V ::;; 0,70 V 

Paarigkeitsbedingung 2 X GD 120: Die zu einem Paar zusammengestellten Transistoren für Geger

taktitufen sind wie folgt ausg=wöh:t: Das Verhö:tnis der Basisströme der einzelnen T ran

sistoren bEtögt bis zum Kollektorstrom von - Ie = 1 A 

-le 
[A] 

7.0 

0,5 

o 

40 

I 
I 

IB 1 1iI2 :O;; 1,2 

Dabei b€t:ögt auch das Verhö:tnis der Basisspannungen der einzelnen Transistoren bis zum 

Kollektorst.'om - Ie = 1 A 

UEE 1 
UsE2 :O;; 1,2 

-18 ' Parameter[mAJ 
,+ f-1OO/ 

-1- -+-90 1\ 
-IcCA] 

-+ rr- 80 
~ l- I- 7{J +- +- -l,f;E=2V 1\ 1,0 
I 1- f- 60 

1\ 1 Ja I. I 
1\ , 

1\ Si 

!\ fhE=2W 
1\ 

\ Q5 

1"- 20 i-r, 
I' 

~. 

I- -L , 
jD 

2 4 6 8 10 12 14 -Uct[VJ -IsfmA1160 120 80 'IIJ 0 

Mittlere Kennlinien für {}a = 25° C 

Bestellbezeichnung für einen 

Transistor 

Transistor GD 120 
TGL 200-8240 

-lg[mAl160 120 80 40 0 

0,2 

-lfc -2V ~ 

11 
I/ 0,6 

V 

11 
0,8 

17 

1,0 



Verwendung 

Leistungstransistor für 60 V-Schalteranwendung 

GD130 
(Oe 833) Abmessungen 

Wärmewiderstand 

31 

1t> 4,3 --. .--

grd 
Rthi S 15 W (Sperrschicht-Gehäuse) 

Zulässige Höchstwerte (für {}a = 45° C) 

100 
-UCER 

bei 

- UCBO 

- UEBO 

- UCER 

RBE 

66 V --Ic 
10 V 

- IE 

58 V - IB 

= 100 n 

[VJ 
für 1Jt. = 45°C a 

............-. r--I"- "'10.. 

so 

20 

2,5 f·50c~2- f'7bocm 2jaKJhlbleCh{) ' ~/U 2mm, 
~ vertikale Lage, blank. 

~ 2,O'--~ ......... ~'~:s. ... oc--+--~'~-? __ Jsolierun~, Perfinax-
<....:, ....." <;'-? h '~ 1 I <l................. ~~ sc elue , "(m. 
g> 1,5 c -........: ~~ direkte Montage 

..:: f·25c~~-_ ,,"'-' ~1Y -isolierte" 

. ~ 10 -1:; .. 
~, ,~ 

~ -- ~$ 
~ 0,5 ohne Kühlfläche 

~O~--3~O--~hL-n--~---L--~~--L---,I "ttI 50 60 70 80 
Umgebungstemperatur iJ.a [aC) 

1,3 A 

1,5 A 

0,2 A 

10* 

20 

'Oj 75 0 C 

[}a 65° C 

4D 60 80 -&:ire} 100 

Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschlchttemperotu 

_41 



Kennwerte (bei Ho 25 0 C - 5 grd) 

Ko lIektorrestströme 

- IeBO 16 flA :0;; 30 ~IA 

- - IeEO = 250 f1Ä :0;; 1000 flA 

- leES 40 ~lA :0;; 100 pA 

Emitterreststrom 

- IEBO = 100 pA s: 500 flA 

Ubergangsfrequenz 

fr = 200 kHz, ~ 100 kHz, 

Restspannung 

- UCEsol 0,35 V :0;; 0,50 V 

,Gleichstromverstärkung 

- IB = 4 mA :O;; 5 mA 

- UBE 0,30 V :0;; 0,44 V 

IB :0;; 42 mA 

- UBE = 0,55 V :0;; 0,70 V 

Paarigkeitsbedingung 2 X GD 130 

bei --UCB = 6 . V 

bei - UCE = 6 V 

bel - UCE = 6 V 

bei - ·UCE 10 V 

bei - :C = 0,1 A 

- lcE = 6 V 

bei - Ic 1 A 

- IB 120 mA 

bei - Ic 100 mA, - UCE = 6 V 

bel - Ic SOO mA, - UCE 2 V 

Die zu einem Paar zusammengestellten Trans1staren für Gegentaktstufen sind wie folgt 

gewählt : Das Verhältnis der Baslssträme der einzelnen Transistoren beträgt bis zum 

Kollektorstrom von - Ie = 1 A 

-Je 
[Al 

1,0 

0,5 

o 

42 

I , 

~ s: 1,2 
IB 2 

Dabei beträgt auch das Verhältnis der Basisspannungen der einzelnen Transistoren bis 

zum Kollektorstrom -Ie = 1 A 

UBE· s: 1,2 
UBE 2 

-18 - Parameter [mA] 

.- -1001 

-'-~90 \ 
-Jc{A] 

-- 80 

70 
I-- - -lfcE"2V \ 1,0 _.- 60 

\ Ja 
\ 

\ 
\ 

\ ~ \ 
1\ Pc+f~2W \ 

I" 20 ., .... 1\ 
"-

10 r 
\ 

2 4 6 8 10 12 14 -Uu[VJ -lifT/Al160 120 80 I{() 0 

Mittlere Kennllnen für -&0 = 25 0 C 

Bestellbezeichnung für einen 

Transistor 

Transistor GD 130 

TGL 200 - 8240 

-fs{mA1160 120 80 40 0 

0,2 

-UCt -2V / 

/ 

/ 0,6 

7 
) 

1I 
aa 

I"'" 

1.0 



UCER 

[V] 
20 

10 

GD 150 
(OC 835) 

Verwendung 

Leistungstransistor für NF-Verstärker 

Abmessungen 

Wärmewiderstand 

grd 
Rthl :5: 7.5 W (Sperrschicht-Gehäuse 

Zulässige Höchstwerte (für 00 = 45° C) 

- UCBO 20 V 

- UEBO 10 V 

- UCER 18 V 

bei RBE soO 

..... r-- r--r-. ... für iPa ~ 4S°C 
..... ........ r--.... -r-. 

angenähJrfe ideale
l 
Kühlung H 

Kühlble he Alu 2mm 
verftkale Lage blank: 

'r-:::-""'''':t--.......:::........a~----Jp...----l_~Jsoli§r~ng. Pertinax
scheibe 0,7 mm 

-",~~=--",~o;;:-----",...-_-+.:dir8kte Montage 
Isolierte • 

~~V==~~~Mt===5Io~~~~~~§v~~~---
Umgebungsfemperafur 19>0 [Oc] 

- Ic 

IE 

- IB 

3A 

= 3.6 A 

= 0.6 A 

101f 

10000 
-IcEO 
[PA] 

0 

1000 0 

5000 

1000 

soo 

100 o 

aj 75° C 

{la 65° C 

1/ ~ 

/ 

.f.l/ v 
o/r 17 ~fj' 

~ 
W~~ ;/ ~~ 

// 7 -UcE =6V 

/ 

/ 

20 60 80 11y["C] 100 

Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur 
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Kennwerte (für Ha 25 0 - 5grd) 

Kollektorrestströme 

ICBD 30 fl A ~ 50 [lA bei - UCB 6 V 

- ICED 500 [lA ~ 1500 [tA bei - UCE 6 V 

- lcES 90 pA ~ 150 ltA . bei - UCE 6 V 

Emitterreststrom 

- IEBD = 150 llA ~ 500 [lA bel - UEB 10 V 

Ubergangsfrequenz 

Ir = 100 kHz ~ 60 kHz bei - Ic 0,1 A 

- UCE 6 V 

'Restspannung 

- UCEsat = 0,4 V ~ 0,6 V bei - Ic = 3 A 

- IB = 0,6 A 

G leichstromverstärkung 

- IB = 10 , .20 mA bei - Ic 200 mA, - UCE 6V 

- UBE = 0,4 V ~ 0,7 V 

- IB = 100 . .200 mA bei - Ic 1,5 A, -- UCE 2V 

- UBE = 0,8 V ~ 1,2 V 

Bestellbezeichnung für einen Transistor 

Transistor GD 150 TGL 200-8238 

-UCt o Parameter [V} -!a[mA] 120 80 40 

J 1_ Ii- - Pe 

\ 
\ 

2 

f.,.... ~ 
I--

~ f-

1 

o 2 
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-18 = Parameter [mAl 

r- r- 100 
.- 90 

t-- 80 
~ 1-70 

\ 
- - 60 
.- ~- .- 50 

r- r- 40 
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. -
~ 

6 8 

1, 
I\. 8 

\ ,\ 
1\ 
~ 12 

30 ~ 
2D 

r- fo- 10 
f--f-

~l 
-

6 
lf 
2 

10 12 14 16 -UCE[V] -Ust M120 80 f#) 

Mittlere Kennl inien fü r 11 a = 25 0 C 
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- l c[A} 
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-i.JCt =/V I 
I 

1/ 
/ 

V 

o 

ER _.--. 
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'0" 

Verwendung GD 160 
oe (836) Leistungstransistor für NF-Verstärker, Regel- und Steuerzwecke 

" r--."""" --... 
~ ..... 

02. 

Abmessungen 

Wärmewiderstand 

grd 
Rthl = 7,5 W (Sperrsch icht - G ehäuse) 

Zulässige Höchstwerte ( fü r {}a = 45 0 C) 

- U CBO = 20 V 

- U EBO = 10 V 

--U CER = 18 V 

bei RBE = 50 Q 

f;;" 
,JJ4·~ 

I"- .. ~ .. 

,tI 1 D" ;f 

- Ic 

IE 

--IB 

100000 
-ICEO 

[;.tAl 

10000 

5000 

= 3,0 A 

= 3,6 A 

= 0,6 A 

RSE[A1 
1000 / 

5,0 
I 

f:200cm2 angenähJrte ideale
l 
Kühlung H 

Kühlblecho Alu 2mm, 
vertikale LajiJb/ank. 

.~~~r-~~~ __ ~~ __ ~~Jso/~ro~g, ~rhn~
seheibfJ 0,1 mm. 

direkte Montage 

500 

20 

{lj 75 0 C 

{}a 65 0 C 

lL L 
)<. / 
~t L ~"i! 

~~ / 
~ 

L ~f.'ij 
.i$ 

/ ~ 

/ 
/ 

'+0 60 80 ?J.j [OCl 100 

--=---+-:"","",=~~"'-::---k--:----:--:-1--'lsolifJrte • Ko lle ktorreststrom als Funktion der Sperrsch ichttemperatur 

~[o===alo===M±:==j~==~~~~m~~@~-
UmgehlJngstemperaflJr '!9ta [OC] 
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Kennwerte (für -fra = 25 0 C - 5 grd) 

Kollektorrestströme 

- IeBO = 30 flA :-:::;; 50 flA bei - UCB 6V 

- ICEO = 500 flA :-:::;; 1500 flA bel - UCE 6V 

- leES = 80 flA :-:::;; 150 flA bel -UCE 6V 

Em itterreststrom 

- IEBO = 150 flA :-:::;; 500 flA bel - UEB 10 V 

Ubergangsfrequenz 

tr = 200 kHz ;;::: 100 kHz bel -Ic 0,1 A 

- UCE 6 V 

Restspannung 

- UCEsat = 0,35 V :-:::;; 0,6 bel - Ic 3 A 

- IB 0,5 A 

Gleichstromverstärkung 

-IB :-:::;; 10 mA bel -Ie 200 mA, -UCE 6V 

-UBE 0,35 V :-:::;; 0,5 V 

-IB :-:::;; 100 mA bel - Ie 1,5 A, - UCE 2V 

-UBE = 0,75 V :-:::;; 1,0 V 

Paarigkeitsbedingungen 2 X GD 160. Die zu einem Paar zusammengestellten Transistoren für 

Ge'g entaktstufen sind wie folgt au sg ~:wählt : Das Verhä ltn is der Basissträme der einzelnen Transistoren 

beträgt bis zum Kollektorstrom von -Ie = 3 A 

IB l 
~ :-:::;; 1,2 

Dabei beträgt auch das Verhältnis der Basisspannungen der einzelnen Transistoren bis zum=Koliektor

strom - Ie = 3 A 

I---

2 

1 

o 
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UBEl 

UBE2 

~ '-t--

H !....,. 

1\ 

1- 1-1 

2 

:-:::;; 1,2 (UBEl > UBE2) 

-UCE ' Parameter [V} 

~l 
-18 • Parali7eter [mAl 

-
.-

I 

11\ 

1\ 
-1C[Al 

I- I- 60 

1- - 50
1 

1\ 
\ 8 

2 

.- 4[) l\ 

-t-- 36 I~ 12 

1\ 20 ~ 

1'\ 1 

.- -- 10 
I' r-.... -:: r:: 6 

" r-
2 

6 8 10 12 14 -UCE [V} -I8[mAl 120 80 4IJ o 
Mittlere Kennlinien für ,'ta =~25° C 

Bestellbezeichnung für einen 

Transistor 

Transistor GD 160 

TGL 200-8238 

-f8[mAl 120 80 40 

J 
-UcE =1V 1/ 

l/ 
/' 

V 

o 

0,2 

j 

1/ 
0.* 

0.6 

as 
-USE[V} 



Verwendung GD ,.,0 
(oe 837) Leistungstransistor für 30 V-Schalteranwendung 

Abmessungen 

I 
i4--19~ 

Wärmewiderstand 

g rd 
R.hi ::::;; 7.5 W (Sperrsch icht - G ehäuse) 

Zulässige Höchstwerte 

- U CBO = 33 V 

- UEBO 10 V 

- U CER = 30 V 

bei R6E = 50 VQ 

- Ie 

IE 

- IB 

J 
/ü" 

,91. c'trt :- CL 

... 
f'-.-~ 

20 

10 

0" 1 101. 1'; 

ngenähJrfe ideale' Kühlung H 
KühlblfJ hfJ Alu 2mm; 
VfJrtikale Lage, blank. 

~=-'~I--~-d'--...:--+~_-J.-_J.~~oli§ri!!}g, Perfinax
scheibfJ 0,1 mm. 

--=-"":~=---""P.~~~=:=J:-.:.d.ir8kfe Montage 
Isa!ifJt le n 

~~v===a~o==~M~==5Io~~~~~~~v~~~---
Umgehllngsfemperatur -&.a [o&} 

(für ,Da = 45 ° C) 

3 A 

3.6 A 

0.6 A 

10 fI. 

R8~(AJ 

20 

{} j 

{}a 

am Gehöuse 

60 80 79jPC} 700 

Kolle ktorreststrom a ls Funktion de r Sperrsch ichttemperatur 
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Kennwerte (für 1ta 25°C - 5 grd) 

Kollektorrestströrne 

- ICBO 25 ~LA::;: 50 [lA 

- lcEO = 400 ~tA :s:: 1500 pA 

- ICES = 70 pA:S:: 150 ~IA 

Ern itterreststrorn 

- IEBO = 150 pA:S:: 500 !-LA 

übergangsfrequenz 

fr = 200 kHz ~ 100 kHz, 

Restspannung 

- UCEsat = 0,35 V :s:: 0,6 V 

Gleichstrornverstärkung 

- Ic :s:: 10 mA 

- UBE = 0,35 V :s:: 0 ,5 V 

- IB :s:: 100 mA 

UBE = 0,75 :s:: 1,0 V 

Paarigkeitsbedingungen 2 x GD 170 

bei - UCB 

bei - UCE 

bei - UCE 

bei - UEB 

bei - Ic 

6 V 

6 V 

6 V 

10 V 

0,1 A 

- UCE 6 V 

bei - Ic 3 A 
- IB 0,5 A 

bei - Ic 200 mA, - UCE 

bei -Ic 1,5 A, - UCE 

6 V 

2 V 

Die zu einem Paar zusammengestellten Transistoren für Gegentaktstufen si nd wie folgt 

ausg ewählt: 

-IcfAl 

2 

1 

o 

48 

Das Verhä:tnis der Basisströme der einzelnen Transistoren bzträgt bis zum Kollektorstrom 

von - Ie = 3 A 

IBl -, :s:: 1,2 (IBl ~ IB2) 
82 

Dabei beträgt auch das Verhältnis der Basisspannungen der einzelnen T ransitoren bis 

zum Kollektorstrom von - Ie = 3 A 

UBEl 
-U :s:: 1,2 (UBE1, ~ UBE2) 

BE2 

-UCE • Parameter [V] 

I-~ 
,- .- 8b -!8=Paramcfer(;n,AJ 1\ 

r ,- 70 \ 
H r-' - r- 60 

- - 50 

1-ft- - ,- 40 

1\ 
\8 

l\ 
\ .- ao , 1\12 

\ ,- 20 
~ 

'\ .- 10 
.......... ;--... .- 6 --"""'"- 4 - --r-

2 

2 /f 6 8 10 -I8[mAl 120 80 40 

Mittlere 'Kennlinien für {l'a = 2SoC 

-Ic[Al 

2 

1 

o 

Bestellbezeichnung für einen 

Transistor 

Transistor GD 170 

TG L 200 - 8238 

-Is/inA] 120 80 /fO 

I 
V 

/ 
-UCE = 7V 11 

/ 
/ 

.. V V 

o 

0.2 
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UCfR 
[r1 

60 

20 

GD 180 
(OC 838) 

I--.. r-~ 

.. 

"" 

Verwendung 

Leistungstransistor für 60 V-Schalteranwendung 

Abmessungen 

Wärmewiderstand 

\tl 4 ,3 -. 

grd 
Rthl :S 7,5 W (Sperrschicht-Gehäuse) 

Zulässige Höchstwerte (für {}o = 45 ° C) 

- UCBO 

- UEBO 

- U CER 

bei RBE 

r--.. --
.2 10 

66 V 

10 V 

60 V 

50 n 

.fiir 
-S'rezs ~t' 

.3 10 

- Ic 

IE 

- IB 

= 3A 

= 3,6A 

= 0,6 A 

10" 
'RSEC.4J 

ngenähJrfe ideald Kühlung H 
KühlblechB Alu 2mm, 
vertikale Lage, blank. 

0 10000 
-IeEo 
{;1A l 

't-:-:::"""",~_~~o;;::-_~~---jf-~Jsoli§ru3g, Perfinax
scheihe al mm . 1000 0 

.....:::::.~"-o;;;:~~.,-~,.--,:_+=direkte Montage 
Isolierte • 500 0 

/ 
~~~3~O---M~--5i~O~~~~~m~~ML-

Umgebungsfemperatur -&>a [OC] 

1000 

500 

20 

/ 

~'iJ~/ '/ 
X 

1/ \§~ 

1/ ~ 
7: ~.-f.'Ij 

.~ 

// V~ 

/ 

60 80 iJy [OC} 100 
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Kennwerte (für -fra 25° C - 5 grd) 

Kollektorrestströme 

- -Icso = 20 /!A :s:; 50 /!A be i - UCS 6 V 

- ICEO = 400 /!A :s:; 1500 ~ bel -UCE 6 V 

- lcEs = 6O~ :s;; '50 /!A bel - UCE 6 V 

Emitterreststrom 

- IESO = 150 /!A :s;; 500 ~ bel - UES 10 V 

Ubergangsfrequenz 

fr = 200 kHz ~ 100 kHz bei - Ic = 0,1 A 

- UCE = 6 V 

Restspannung 

- UCEsal = 0,35 V :s:; 0,6 V bel - Ic = 3 A 

- Is =0,5A 

Gleichstromverstärkung 

- Is :s;; 10 mA bel - Ic 200 mA, - UCE 6V 

- USE = 0,35 V :s:; 0,5 V 

- Is :s;; 100 mA 

- USE = 0,75 V :s;; 1,0 V bei - Ic 1,5 _ A, - UCE 

Paarigkeitsbedingungen 2 X GD 180. Die zu einem Paar zusammengestellten Transistoren für 
Gegentaktstufen sind wie folgt ausgewählt : Das Verhältnis der Basisströme der einzelnen Transistoren 

beträgt bis zum Kollektorstrom von - Ic = 3 A 

ISl Ta2 :S;; 1,2 (ISl > IS2) 

Dabei beträgt auch das Verhältnis der Basisspannungen der einzelnen Transistoren bis zum Kollektor

strom von - Ic = 3 A 

USEl 
USE2 :s;; 1,2 (USEl > USE2 

- UCE' farameter [V] 

f--. ~ .- -~I -Ie' Parameter [mAl 

.- 70 
-I 

11\ 

1\ 
-IcfA] 

H - ~ ~ 60 

2 
\ 
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- +-1-.- 4[) 

2 \ 
\8 

1\ 

- .1 -,- 36 ~72 
1\ .- 20 

~ 

1 1\ - .- 10 
.......... ........ 

-.::: _- 6 
* '--
2 , 

o 2 6 8 10 12 -le[mA] 7~~ 80 40 o 

50 

Bestell bezeichnung für einen 

Transistor 

Transistor GD 180 

TGL 200-8238 

-Ie[mA} 720 80 40 o 

0,2 

I 
1/ 

0,* 
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-UeE o 7V J 

V 0.6 

/ 
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ALLGEMEINE EINBAUHINWEISE I:JND VORLÄUFIGE LOTVORSCHRIFTEN 
F U R HALB LEI T E R 

Halbleiterbauelemente sind auf Grund ihrer Empfindlichkeit gegenüber thermischen Ober

lostungen sowohl bei ihrer Verwendung in Schaltungen als auch bei ihrem Einbau beson

ders schützend zu behandeln. Bei der Dimensionierung einer Schaltung kommt es darauf 

on, die Verlustleistung des Halbleiterbauelementes unter Beachtung der Umgebungstempe

raturen und der angegebenen Kühlbedingungen in den jeweils angegebenen Grenzen zu 

holten. Dadurch wird die maximale Sperrschichttemperatur nicht überschritten. Beim Einbau 

der Halbleiterbauelemente muß mon darauf achten, daß durch die meist angewendete Löttech

nik keine äußeren thermischen Einflüsse direkt oder indirekt zerstörend auf die Bauelemente 

einwirken können. Weiterhin müssen auch mechanische Beanspruchungen während des Ein

baues und der Verwendung in Geräten, ebenso wie bei der Röhrentechnik beachtet werden. 

Mechanische und äußere thermische Oberbeanspruchungen können dazu führen, daß neben 

direkten mechanischen Unterbrechungen der zum Kristall führenden Zuleitungen die her

metisch abgeschlossenen Halbleiterbauelemente undicht werden, und somit äußere klima

tische Einflüsse direkt oder in absehbarer Zeit auf die Oberflächen der Kristalle wirken 

können. Dadurch werden oftmals d ie Bauelemente so beeinflußt, daß sie nicht mehr funk 

tionstüchtig in ihren Kenndaten und in der Schaltung sind . 

Die im folgenden beschriebenen Einbauhinweise und vorläufigen Lötvorschriften sollen dazu 

dienen, dem Verbraucher unserer Bauelemente einige Beispiele für die zweckmäßigste Behand

lung zu geben. Bei Beachtung der allgemeinen Hinweise können daraus technologische Vor

schriften für die Weiterverarbeitung abgeleitet werden. 

Außer bei Leistungsbauelementen werden für olle anderen Bauelemente Drohtlängen ange 

geben, die nur bei einwandfreier zusätzlicher Wärmeableitung bei Lötvorgängen noch weiter 

gekürzt werden dürfen, wobei darauf hingewiesen werden muß, daß nur bis zu dieser mini

mal angegebenen Drohtlänge eine Verzinnung der Anschlußdrähte von uns gewährleistet 

wird. Die Temperatur on der Glosdurchführung dorf 100 Grad Celsius nicht übersteigen. 

Wegen der meist vorkommenden Verwendung in Verbindung mit gedruckten Schaltungen 

beziehen sich die Anwendungsbeispiele auf solche. Bei andersartigem Einsatz sind die Be

dingungen entsprechend einzuhalten, ohne daß durch die vorliegenden Beispiele die mannig

faltigen anderen Möglichkeiten eingeschränkt werden sollen. 

Es bedeuten: 

o 

c 

d 

Mindestabstand einer Drohtbiegung von 
der Glosdurchführung 

Mindestabstand der Lötstelle bei Lötvar
gängen ohne zusätzliche Wärmeablei
tung 

Abstand des Bauelementes von der 
Leiterplotte bei Ta uchlötung 

Biegeradius des Anschlußdrahtes (bis zu 
120°) noch dem Mindestabstand 0 

Drohtdurchmesser 

51 



Allgemeine Einbauhinweise und vorläufige Vorschriften 

für Halbleiter 

Platine 

----l Löttemperatur und -zeit 
I 
I 
I 

o = 3 mm bei Kolbenlötung bis zu 250 0 C mox 4 sec 

r-.--="---+--i, Kühlschelle 

I 0 I 
bl 20 mm bei Touchlötung 250 0 C mox 4 sec 

250 0 C mox 4 sec 
L _______ J 

Kühlschelle noch Zeich nungsnummer 

a 

Löttemperatur und -zeit bei Kolbenlötung bis zu 250 0 C mox 4 sec 

0 - 2 mm bei Touchl ötu ng 250 0 C mox 4 ,ec 

bl = 20 mm " " 350 0 C mox 2 sec 

" " 200 0 C mox 4 sec 

300 0 C mox 2 sec 

Kunststoffschraube Jsolierbuchs" 
Lölöse ~ " 

. =>~arlpap;,r.sche;h8 
Platme ""Kühlblech 

isolierte Montage 

; I "" TI 7SStahISChroub' 

nicht isolierte Montage 

) bl 

1 
( bl 

b 7 mm (min) Lötlemperotur und -zeit bis zu 250 0 C mox 4 sec 

bis zu 300 0 C mox 2 sec 
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20 mm 

15 mm 

GC 115-GC 123 

GC 100, GC 101 
GF 100, GF 105 

GD 100-GD 130 
GD 150-GD 180 
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Mindestbestellmenge für den Direktbezug : 

Je Planposition 1000 StUck im Sortiment, 

jedoch mindestens 100 StUck pro Type. 

Erzeugnisse aus Vorserie und Labarfertlgung 

je PIanposition 50 StUck 

Auslieferungen von Mindermengen : 

Versorgungskontor für Maschinenbau-Erzeugnisse, 

Potsdam, Leipzlger Stra6e 60 

Export-Information durch : 

Deutsche Export- und Importgesellschaft mbH. 

Berlin C 2, lIebknechtstra6e 14 

VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) 

Frankfurt (Oder}-Markendorf 

Fernruf-Sammelnummer 690 

Fernschreiber 016252 

Ausgabe 1964 


